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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

W ostatnich latach obserwuje si¢ olbrzymie zainteresowanie polprzewodnikowymi nanodrutami
(nanowires — NWs) jako nowymi cegietkami do konstrukcji nowoczesnych przyrzadéw mikro
i optoelektronicznych. Glownym powodem jest fakt, ze w postaci nanodrutow mozna otrzymaé materiaty
potprzewodnikowe o bardzo niskiej koncentracji defektow sieciowych nawet gdy krystalizowane sa one
na podtozach o zupetnie odmiennej strukturze krystalograficznej, a nawet na podtozach amorficznych. To
zdecydowana zaleta w pordwnaniu ze strukturami planarnymi, ktére dla wysokiej jakosSci strukturalnej
krystalizowane by¢ musza na podlozu dopasowanym sieciowo. Ponadto, w nanodrutach stosunek
powierzchni do objetosci materiatu jest bardzo duzy, co predysponuje je do zastosowan w sensorach
i fotodetektorach lub emiterach $wiatta. W ramach projektu wytwarzane i badane bgda nanodruty GaN
i pokrewnych potprzewodnikow azotkow metali grupy III. Potprzewodniki te sg obecnie jedna
Z najwazniejszych grup materiatowych wspoétczesnej mikroelektroniki, a to ze wzgledu na ich doskonate
wiasciwosci elektronowe, optyczne i wysoka odpornos¢ chemiczna.

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu spontanicznego (tzn. bez uzycia zewnetrznego
katalizatora) zarodkowania, a nastepie wzrostu technika epitaksji z wigzek molekularnych z plazmowym
zrodtem azotu (PAMBE) nanodrutow (NWs) potprzewodnikéw azotkow metali grupy III. Planujemy
wykorzystanie dwoch komplementarnych technik pomiarowych: spektroskopii masowej (QMS)
i dyfrakcji elektronowej (RHEED) do monitorowania stanu powierzchni podioza w trakcie wzrostu
i pomiaru in-situ szybkosci zarodkowania NWs. Zamierzamy pokazaé, ze wykorzystujac technike
RHEED mozna obserwowac i analizowa¢ wszystkie etapy wzrostu nanodrutdéw, a nie jak do tej pory
mierzy¢ jedynie czas ich inkubacji. Dysponujac obiema technikami planujemy poréwnanie ich
przydatnosci do opisu wzrostu NWs metodga PAMBE ze szczegdlnym wskazaniem zalet 1 wad kazdej
z nich. Ponadto przewidujemy zastosowanie spektometrii masowej QMS do badania selektywnego
wzrostu epitaksjalnego. Wykorzystanie tej metody pozwoli szybko wyznaczy¢ ,,0kno wzrostu
selektywnego”, tzn. warunki (T, III/V ratio), w ktorych zarodkowanie GaN na masce jest zaniedbywalne,
a jeszcze mozliwy jest wzrost GaN NWs w obszarach wolnych od maski.



